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※概要（Summary ）： 

薄膜トランジスタ性能向上のためには、グレインサ

イズが大きく、面方位を制御した poly-Si が必要であ

る。a-Si薄膜はCLC(CW laser lateral crystallization)
によりグレインを 1 次元状に poly-Si へとラテラル

成長させることができるが、従来の CLC では、レー

ザ強度分布がガウシアン系であるために照射時に

a-Si 薄膜に温度勾配ができてしまい、グレインが照射

領域の外側から内側に向かうように斜めに成長し、面

方位がランダムとなってしまう。他方レーザ分布をラ

イン状にすることにより、結晶面方位の制御と結晶粒

の大粒径化（長さ> 100 μm）が報告されている。本

研究では、面方位制御した巨大線状 Si 結晶グレイン

をもつ poly-Si 薄膜を用い、poly-Si 薄膜トランジスタ

を試作した。 
※実験（Experimental）： 
石英基板に a-Si 薄膜 150 nm、Cap SiO2 薄膜 100 

nm が成膜されたものに、連続発振レーザ照射(波長

532 nm、レーザ出力:9.0 W、スキャン速度:0.25 cm/s)
を行い、チャネル poly-Si 薄膜を形成した。BHF に
より Cap SiO2 薄膜を剥離し、マスクレス露光により

poly-Si アクティブ層のワイヤ形状パターニングを行

い、poly-Si 薄膜のドライエッチングを行った。次に

ゲート絶縁膜を ECR plasma CVD により 12 nm 形

成後、Mo を 200 nm スパッタし、マスクレス露光に

てパターニングを行った後にウェットエッチングを

行い、これをゲート電極とした。S/D 形成として As を
2×1015 cm-2 イオン注入を行い、活性化アニール処理

した(550℃, 30 min)。その後犠牲酸化膜を除去し、

APCVD により層間絶縁膜を 150 nm 形成し、BHF
により開口エッチングを行った。Mo スパッタにより

電極形成し、最後にシンタリングを行った。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 
図 1 に試作した TFT の ID-VD 特性を示す。グレイン

長径方向とチャネル方向が平行なデバイスの方が垂直

なデバイスよりも ID の値が大きいことが確認された。

ON/OFF 比

は約 104 の
値が得られ、

グレイン長

径方向とチ

ャネル方向

が垂直なデ

バイスでは

VTH の値に

ばらつきが

確認された。 
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